NOMBRE: PROCESOS OPTICOS EN SEMICONDUCTORES
HRS./SEMA.: 4
CLAVE: F23

Objetivo: conocer los diferentes procesos Opticos que se presentan en los materiales semiconductores.

PROGRAMA SINTETICO

Estados de energia en semiconductores

Perturbacién de semiconductores por parametros externos
Absorcion

Relaciones entre constantes 6pticas

Espectroscopia de absorcion

Transiciones radiativas

Recombinacién no radiativa

Emisién estimulada

Léser semiconductor
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PROGRAMA ANALITICO

1. Estados De energia en semiconductores

1.1. Estructura de bandas

1.2. Estados de impureza

1.3. Extension de bandas

14. Excitones

1.5. Pares donor-aceptor

1.6. Estados en aleaciones semiconductoras

2. Perturbacion de semiconductores por pardmetros externos

2.1. Efectos de presion

2.2. Efectos de temperatura

2.3. Efectos de campo eléctrico
2.4. Efectos de campo magnético

3. Absorcién

3.1. Absorcién fundamental

3.2. Transiciones energéticas

3.3. Absorcién exciténica

3.4. Absorcién de trampas

3.5. Transiciones entre una banda y niveles de impureza
3.6. Transicién aceptor-donor

3.7. Transiciones intra-banda

3.8. Absorcién de portadores libres

3.9 Absorcién vibracional de impurezas

3.10.  Absorcién asistida por electrones energéticos

4. Relaciones entre constantes épticas

4.1. Coeficiente de absorcion

4.2. fndice de refraccién

4.3. Relaciones de Kramers-Kronig

44. Coeficiente de reflexion

4.5. Determinacién de la masa efectiva de los portadores
4.6. Resonancia de plasma

4.7. Transmision

4.8. Efectos de interferencia



o

espectroscopia de absorcién
6. Transiciones radiativas
6.1. Relacion de Van Roosbreck-Shockley

6.2. Eficiencia radiativa

6.3. Diagrama de configuracién

6.4. Transiciones fundamentales

6.5. Transicién entre una banda y un nivel de impureza
6.6. Transicién donor-aceptor

6.7. Transiciones intrabanda

7. Recombinacién no radiativa
7.1. Efecto Auger

7.2. Recombinacién superficial

7.3. Recombinacién entre defectos o inclusiones
7.4. Diagrama de configuracién

7.5. Emision multifonénica

8. Emision estimulada
8.1. Relacion entre emisién espontanea y estimulada
8.2. Criterio para emisién laser en un semiconductor

9. Laser semiconductor
9.1. Modos de cavidad

9.2 Propiedades de guia de onda de la regién activa
9.3. Patrones de campo lejano
9.4. Dependencia de la temperatura
9.5. Disefio 6ptimo para el laser de inyeccién
9.6. Influencia de campo magnético
9.7. Efectos de presion
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Técnicas de enseiianza sugeridas

Exposicion oral

Exposicién audiovisual
Ejercicios dentro de clase
Seminarios

Lecturas obligatorias

Trabajos de investigacién
Practicas en taller o laboratorio
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Practicas de campo
Otras: Empleo de programas de computo

Elementos de evaluacién sugeridos

Exéamenes parciales

Examenes finales

Trabajos y tareas fuera del aula
Participacién en clase
Asistencia a practicas

Otras:
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